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Influenta TiO, si a Si asupra interactiei exciton-fonon in semiconductorul de CdS
evidentiata prin spectroscopia Raman

A.Nila"2, M. Baibarac’

'Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Mdgurele, Romadnia
2 Universitatea Bucuresti, Facultatea de Fizicd, Mdgurele, Romania

Interactia exciton-fonon, considerata ca un proces de imprastiere Raman stimulata (SRS), a fost studiata pentru prima
data in CdS [1]. Efectul optic neliniar care sta la baza tariei interactiei exciton-fonon in CdS a devenit principalul motiv
al evidentierii procesului Raman stimulat in amestecuri de semiconductori: CdS/TiO, si CdS/Si. Cei trei constituenti au
aplicatii in medicina dupa cum urmeaza: i) CdS este folosita in imagistica in vivo si in vitro si in domeniul echipamentelor
medicale [2]; ii) nanoparticulele de TiO, sunt folosite ca excipient in produsele farmaceutice si ca pigmenti in produsele
cosmetice si in testele biochimice in vitro [3] si iii) datorita nontoxicitatii si biocompatibilitatii, siliciu a devenit
candidatul perfect in industria farmaceutica si medicala, pentru eliberare controlata de medicamente [4]. Spectrele
Raman inregistrate in conditii de rezonanta pentru CdS la lungimea de excitare de 488 nm, evidentiaza o amplificare a
liniei Raman situata la 305 cm™, evaluata de raportul intre intensitatile relative ale spectrelor inregistrate in intervalul
de temperatura 88-300K (l,,/l,,,). O scadere a intensitatii benzii Raman a CdS se observa cu scaderea temperaturii,
in timp ce in cazul TiO, si Si este evidentiata o crestere a intensitatii liniilor Raman situate la 138 si 520 cm™'. Acest
comportament este explicat pe baza unui proces de transfer de energie de la CdS catre TiO, sau Si, fiind sustinut de
diagrama nivelelor energetice obtinute din densitatile de stari calculate teoretic [5].
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Fig. 1. Spectrele Raman ale amestecurilor de CdS/Si si CdS/TiO2 [5]
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